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요약

기판 지지부 및 그 기판 지지부의 제조 방법이 제공된다. 본 발명의 일 실시예에서, 기판 지지부는 전기 절연 코팅에 

의해 덮여진 기판 지지면을 가지는 전기 전도성 본체를 포함한다. 기판 지지면의 중심에 위치되는 코팅의 적어도 일

부는 약 80 내지 약 200 마이크로-인치의 표면 처리부를 가진다. 다른 실시예에서, 기판 지지부는 기판을 지지하는 

본체 부분상에 약 80 내지 약 200 마이크로-인치의 표면 처리부를 가진다.
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대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1 은 본 발명의 기판 지지 조립체를 구비하는 프로세스 챔버의 일 실시예의 단면도이다.

도 2 는 기판 지지 조립체의 다른 실시예의 부분 단면도이다.

도 3 은 기판 지지 조립체를 제조하기 위한 방법의 일 실시예에 관한 흐름도이다.

도 4 는 기판 지지 조립체를 제조하기 위한 방법의 다른 실시예에 관한 흐름도이다.

도 5 는 기판 지지 조립체의 다른 실시예의 부분 단면도이다.

도 6 은 기판 지지 조립체의 다른 실시예의 부분 단면도이다.

이해를 돕기 위해, 도면들에서 공통되는 동일한 부재에 대해서는 동일한 참조부호를 부여하였다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명의 실시예들은 반도체 프로세스에 사용되는 기판 지지부를 제공하고, 그 기판 지지부를 제조하는 방법을 제공

한다.

액정 디스플레이 또는 평판 패널은 컴퓨터 및 텔레비젼 모니터, 개인용 디지털 보조장치(PDAs), 휴대전화 등과 같은 

능동 매트릭스 디스플레이(active matrix display)에 공통적으로 사용된다. 일반적으로, 평판은 액정 재료층이 사이

에 놓인 두개의 유리판을 포함한다. 유리판들 중 하나 이상은 그 유리판상에 배치되고 전원에 연결되는 하나 이상의 

전도성 필름을 포함한다. 전원으로부터 전도성 필름으로 공급된 전원은 결정 재료의 배향(orientation)을 변경하여, 

디스플레이상의 문자 또는 그림과 같은 패턴을 생성한다. 평판을 제조하는데 주로 이용되는 하나의 제조 프로세스는 

플라즈마 화학증착(PECVD)이다.

플라즈마 화학증착은 주로 평판 또는 반도체 웨이퍼와 같은 기판상에 박막을 증착하기 위해 주로 이용된다. 플라즈마

화학증착은 기판을 내장하는 진공 챔버내로 전구체(precursor) 가스를 도입함으로써 이루어진다. 챔버내의 전구체 

가스는 그 챔버에 연결된 하나 이상의 RF 공급원으로부터 챔버로 RF 전력을 인가함으로써 플라즈마로 에너지화(예

를 들어, 여기(excited))된다. 여기된 가스는 반응을 통해서 온도제어되는 기판 지지부상에 위치된 기판 표면상에 재

료 층을 형성한다. 기판에 저온 폴리실리콘이 형성되는 그러한 용도에서, 기판 지지부는 400℃ 이상으로 가열될 것이

다. 반응중에 생성되는 휘발성 부산물은 배기 시스템을 통해 챔버로부터 바깥으로 펌핑된다.

일반적으로, 평판 제조에 사용되는 대형 기판은 종종 550mm ×650mm 이상으로 크고, 앞으로 표면적이 4평방 미터 

이상이 될 것이다. 따라서, 대형 기판을 프로세싱하는데 이용되는 기판 지지부는 기판의 큰 표면적을 수용하도록 그에

비례하 게 클 것이다. 통상적으로, 고온용 기판 지지부는 알루미늄 본체내에 하나 이상의 가열 부재 및 열전쌍(therm

ocouples)을 포함하도록 주조된다. 기판 지지부의 크기로 인해, 일반적으로 하나 이상의 보강 부재가 기판 지지부내

에 배치되어 기판 지지부의 강성도(stiffness) 및 높은 작동온도(즉, 350℃ 이상 및 500℃에 근접시켜 일부 필름내의 

수소 함량을 최소화시키기 위함)에서의 성능을 향상시킨다. 이어서, 알루미늄 기판 지지부는 보호 층을 제공하기 위해

양극처리된다.
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비록 이러한 방식으로 형성된 기판 지지부는 양호한 프로세싱 성능을 가지지만, 종종 얇은 필름 두께의 스폿(spot)들

로서 나타나는 필름 두께의 작은 국부적인 편차가 관찰되며, 이는 대형 기판상에 형성되는 차세대 장치에 해롭다. 편

차는 매끄러운 기판 지지면을 따라 약 50 마이크로-인치의 유리 두께 및 평평도의 편차이고, 유리 기판을 따라 특정 

위치에서 국부적인 커패시턴스 편차를 생성하며, 그에 따라 국부적인 플라즈마 불-균일성을 초래하여 증착 편차, 예

를 들어 얇은 증착 필름 두께의 스폿을 생성한다.

기판 지지부의 시효처리 및 개선 플라즈마 컨디셔닝(aging and modifying plasma conditioning)은, 특히 기판을 프

로세싱용 챔버내로 이송하기 전에 확장된 챔버 진공 퍼지(purge)와 관련하여 실행될 때, 얇은 스폿의 형성을 억제하

였다. 그러나, 이러한 방법에서 요구되는 시간 및 재료의 결과적인 소모 그리고 비용 및 생산량에 미치는 부정적인 영

향은 보다 효과적인 해결책을 필요로 하게 되었다.

차세대 기판의 크기가 계속 커짐에 따라, 결함 감소의 중요성은 점점 더 중요해지고 있으며, 이는 평판 제조업자의 각

기판에 대한 투자비용이 상당하기 때문 이다. 또한, 계속적인 발전을 통해 장치의 임계 치수가 감소하여 필름 균일성

에 대해 보다 작은 허용오차를 요구하기 때문에, 필름 두께 편차의 감소 및/또는 제거는 대형 기판에 형성되는 차세대

소자의 경제적인 제조에 미치는 중요한 인자가 된다.

따라서, 개선된 기판 지지부에 대한 필요성이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

기판 지지부 및 그 기판 지지부의 제조 방법이 제공된다. 본 발명의 일 실시예에서, 기판 지지부는 전기 절연 코팅에 

의해 덮여진 기판 지지면을 가지는 전기 전도성 본체를 포함한다. 기판 지지면의 중심에 위치되는 코팅의 적어도 일

부는 약 80 내지 약 200 마이크로-인치의 표면처리부를 가진다. 다른 실시예에서, 기판 지지부는 기판을 지지하는 본

체 부분상에 약 80 내지 약 200 마이크로-인치의 표면 처리부를 가진다.

다른 실시예에서, 기판 지지부는 기판 지지 표면상에서 대형 기판을 지지하는데 적합한 알루미늄 본체를 제공하는 단

계, 및 약 80 내지 약 200 마이크로-인치의 표면 조도(roughness)를 가지는 양극처리된 코팅을 기판 지지 표면상에 

형성하는 단계에 의해 제조된다.

발명의 구성 및 작용

앞에서 요약하여 설명한 본 발명의 보다 상세한 설명은 첨부 도면에 도시된 실시예를 참조하여 이하에서 설명한다. 

그러나, 첨부도면은 본 발명의 통상적인 실시예만을 도시한 것이지 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니며, 따라서 

본 발 명은 균등한 기타 실시예로 구현될 수 있다는 것을 이해하여야 한다.

본 발명은 대형 기판 지지부 및 그 제조 방법을 제공한다. 이하에서는, 미국 캘리포니아 산타클라라에 소재하는 어플

라이드 머티어리얼스 인코포레이티드의 자회사인 AKT사로부터 구입할 수 있는 플라즈마 화학증착(PECVD) 시스템

과 같은 플라즈마 화학증착 시스템을 참조하여 본 발명을 보다 구체적으로 설명한다. 그러나, 본 발명은 물리증착 시

스템, 이온주입 시스템, 에칭 시스템, 기타 화학증착 시스템 및 기판을 기판 지지부상에서 프로세싱할 필요가 있는 기

타 시스템과 같은 다른 시스템내에서도 이용될 수 있다는 점을 이해하여야 한다.

도 1 은 플라즈마 화학증착 시스템(100)의 일 실시예의 단면도이다. 시스템(100)은 가스 공급원(104)에 연결된 챔버

(102)를 포함한다. 챔버(102)는 프로세스 체적부(112)를 형성하는 벽(106), 바닥(108), 및 덮개 조립체(110)를 구비

한다. 통상적으로, 프로세스 체적부(112)는 벽(106)내의 포트(port)(도시 안 됨)를 통해 접근될 수 있으며, 그 포트는 

대형 기판(140)이 챔버(102)내외로 용이하게 이동할 수 있게 한다. 통상적으로, 벽(106) 및 바닥(108)은 알루미늄으

로 이루어진 단일 블록 또는 프로세싱과 양립할 수 있는(compatible) 기타 물질로 제조된다. 덮개 조립체(110)는 프

로세싱 체적부(112)를 배기 포트(여러가지 펌핑 부품에 연결됨, 도시 안됨)에 연결하는 펌핑 배관(114)을 포함한다.

덮개 조립체(110)는 벽(106)에 의해 지지되고, 챔버(102)의 유지보수를 위해 제거될 수 있다. 일반적으로, 덮개 조립

체(110)는 알루미늄으로 이루어진다. 분배 플레이트(118)가 덮개 조립체(110)의 내측부(120)에 결합된다. 통상적으

로, 분 배 플레이트(118)는 알루미늄으로 제조된다. 중심 부분은 가스 공급원(104)으로부터 공급되는 프로세스 가스 

및 기타 가스가 통과하여 프로세스 체적부(112)로 공급되는 천공 영역을 포함한다. 분배 플레이트(118)의 천공 영역

은 그 분배 플레이트(118)를 통과하여 챔버(102)내로 공급되는 기체를 균일하게 분배하도록 구성된다.

가열된 기판 지지 조립체(138)는 챔버(102)내의 중심에 배치된다. 지지 조립체(138)는 프로세싱 중에 대형 유리 기

판(140)(이하에서는 '기판(140)'으로 칭함)을 지지한다. 일반적으로, 기판 지지 조립체(138)는 적어도 기판(140)을 
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지지하는 본체(124) 부분이 전기 절연 코팅(180)에 의해 덮여진 전기 전도성 본체(124)를 포함한다. 코팅(180)은 약 

80 내지 약 200 마이크로-인치의 표면 처리부를 가지며, 그 표면 처리부는 고가의 지지 조립체(138)의 플라즈마 처

리 또는 시효처리 없이도 증착 균일성을 개선하기 위한 것이다. 코팅(180)은 또한 본체(124)의 다른 부분도 덮을 수 

있다. 보다 거친 표면이 유리 기판의 두께 편차 효과를 상쇄시켜 기판을 가로질러 보다 균일한 커패시턴스를 제공함

으로써, 플라즈마 및 증착 균일성을 강화시키고, 증착 필름내의 얇은 스폿의 형성을 실질적으로 제거하는 것으로 믿

어진다.

전도성 본체(124)는 금속 또는 기타 유사한 전기 전도성의 재료로 제조된다. 코팅(180)은 산화물, 실리콘 질화물, 실

리콘 디옥사이드, 알루미늄 디옥사이드, 탄탈륨 펜톡사이드, 실리콘 탄화물, 폴리이미드, 등과 같은 유전 물질일 수 있

으며, 그 물질들은 예를 들어 용사(flame spraying), 플라즈마 분사(spraying), 고에너지 코팅, 화학적 증착, 분사, 접

착 필름, 스퍼터링 및 인캡슐레이팅(encapsulating)을 포함하는 코팅 프로세스 또는 여러가지 부착 프로세스에 의해 

도포될 수 있다.

일 실시예에서, 기판 지지 조립체(138)는 하나 이상의 매립된 가열 부재(132) 및 열전쌍(190)을 둘러싸는 알루미늄 

전도성 본체(124)를 포함한다. 일반적으로, 적어도 제 1 보강 부재(116)가 가열 부재(132)에 인접하여 본체(124)내

에 매립된다. 제 2 보강 부재(166)가 제 1 보강 부재(116)의 반대쪽에서 그리고 가열 부재(132)의 옆쪽에서 본체(124

)내에 배치될 수도 있다. 보강 부재(116, 166)는 금속, 세라믹 또는 기타 강성 물질로 이루어질 수 있다. 일 실시예에

서, 보강 부재(116, 166)는 알루미늄 산화물 섬유로 이루어진다. 그 대신에 보강 부재(116, 166)는 알루미늄 산화물 

입자, 실리콘 탄화물 섬유, 실리콘 산화물 섬유 기타 유사 물질과 조합된 알루미늄 산화물 섬유로 이루어질 수도 있다.

보강 부재(116, 166)는 치밀하지 않은(loose) 물질을 포함할 수 있고, 또는 플레이트와 같은 미리 제조된 형상을 가

질수도 있다. 그 대신에, 보강 부재(116, 166)는 다른 형상 및 기하학적 모양을 가질 수도 있다. 일반적으로, 보강 부

재(116, 166)는 이하에서 설명하는 주조 프로세스중에 알루미늄이 그 보강 부재(116, 166)에 침투할 수 있게 허용하

는 약간의 공극(porosity)을 가진다.

지지 조립체(138)내에 배치된 전극과 같은 가열 부재(132)는 전원(130)에 연결되고 지지 조립체(138) 및 그 지지 조

립체상에 놓여진 기판(140)을 소정 온도까지 조절가능하게 가열한다. 통상적으로, 가열 부재(132)는 기판(140)을 약 

150 내지 460℃ 의 균일한 온도로 유지한다.

일반적으로, 지지 조립체(138)는 기판을 지지하는 상부면(134) 및 하부면(126)을 가진다. 하부면(126)은 그 하부면

에 결합된 스템(stem) 덮개(144)를 구비한다. 일반적으로, 스템 덮개(144)는 지지 조립체(138)에 결합된 알루미늄 

링이고, 그 알루미늄 링은 스템(142)의 부착을 위한 장착면을 제공한다.

일반적으로, 스템(142)은 스템 덮개(144)로부터 연장하고 지지 조립체(138)를 승강 시스템(도시 안됨)에 연결하며, 

상기 승강 시스템은 상기 지지 조립체(138)를 상승된 위치(도시된 바와 같음)와 하강된 위치 사이에서 이동시킨다. 

벨로우즈(146)는 지지 조립체(138)의 이동을 보장하면서 프로세스 체적부(112)와 챔버외부의 대기 사이의 진공 밀

봉을 제공한다. 스템(142)은 지지 조립체(138)와 기타 시스템(100) 부품 사이의 전기적 및 열적 리드(lead)를 위한 

도관을 추가적으로 제공한다.

일반적으로, 전원(122)에 의해 분배 플레이트(118)에(또는 챔버의 덮개 조립체내에 또는 근방에 위치되는 기타 전극

에) 공급되는 RF 전력이 프로세스 체적부(112)내의 지지 조립체(138)와 분배 플레이트(118) 사이에 위치된 기체를 

여기시키도록, 지지 조립체(138)가 접지된다. 일반적으로, 전원(122)으로부터의 RF 전력은 화학 증착 프로세스를 위

해 기판의 크기에 비례하여 선택된다.

지지 조립체(138)는 둘레의 새도우 프레임(shadow frame)(148)을 추가적으로 지지한다. 일반적으로, 새도우 프레임

(148)은 지지 조립체(138) 및 기판(140)의 엣지(edge)에서의 증착을 방지하여 기판이 지지 조립체(138)에 달라 붙지

않게 한다.

지지 조립체(138)는 다수의 승강 핀(150)을 수용하는 다수의 홀(128)을 구비한다. 통상적으로, 승강 핀(150)은 세라

믹 또는 양극처리된 알루미늄으로 이루어진다. 일반적으로, 승강 핀(150)은 그 승강 핀(150)이 정상 위치(즉, 지지 조

립체(138)에 대해 상대적으로 후퇴된 위치)에 있을 때 지지 조립체(138)의 상부면(134)과 높이가 같거나 그보다 약

간 들어가는 제 1 단부(160)를 구비한다. 일반적으로, 제 1 단부(160)는 펼쳐진 형상을 가짐으로써 승강 핀(150)이 

홀(128)로부터 빠지는 것을 방지한다. 추가적으로, 승강 핀(150)은 지지 조립체(138)의 하부면(126)을 지나서 연장

하는 제 2 단부(164)를 구비한다. 승강 핀(150)은 승강 플레이트(154)에 의해 지지 조립체(138)에 대해 상대적으로 

작동되어 상부면(134)으로부터 돌출하고, 그에 따라 지지 조립체(138)에 대해 이격된 상태로 기판을 위치시킨다.

승강 플레이트(154)는 지지면의 하부면(126)에 인접하여 배치된다. 승강 플레이트(154)는 스템(142)의 일부를 둘러

싸는 칼라(collar)(156)에 의해 액츄에이터에 연결된다. 벨로우즈(146)는 프로세스 체적부(112)를 챔버(102) 외부 환

경과 격리시키면서 스템(142)과 칼라(156)가 독립적으로 이동할 수 있게 허용하는 상부(168) 및 하부(170)를 포함한
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다. 일반적으로, 승강 플레이트(154)는, 지지 조립체(138) 및 승강 플레이트(154)가 서로 가깝게 접근함에 따라, 승강

핀(150)이 상부면(134)으로부터 연장하도록 작동된다.

도 2 는 지지 조립체(200)의 다른 실시예의 부분 단면도이다. 지지 조립체(200)는 양극처리된 코팅(210)으로 덮여진 

알루미늄 본체(202)를 포함한다. 본체(202)는 가열 부재(132)가 매립된 단일 주조 본체 또는 하나 이상의 결합된 부

재로 이루어진다. 본 발명이 적용될 수 있는 기판 지지 조립체의 예를 들면, 2002년 12월 2일자로 출원된 미국 특허 

출원 제 10/308,385 호 및 2001년 8월 1일자로 출원된 미국 특허 출원 제 09/921,104 호에 기재되어 있으며, 상기 

출원들은 본 명세서에서 전체가 인용된다.

일반적으로, 본체(202)는 기판 지지면(204) 및 반대쪽의 장착면(206)을 포함한다. 장착면(206)은 스템(142)에 연결

된다(도 1 참조). 양측처리 코팅(210)은 적어도 본체(202)의 지지면(204)을 덮으며 기판(140)과 지지면(204) 사이의

분리 층을 제공한다.

코팅(210)은 외측면(212) 및 내측면(214)을 포함한다. 일반적으로, 내측면(214)은 본체(202)상에 직접 위치된다. 일

실시예에서, 양극처리된 코팅은 약 0.3 내지 2.16 밀(mils)의 두께를 가진다. 상기 범위를 벗어난 두께의 양극처리된 

코팅은 온도 사이클링 중에 문제를 일으키거나 또는 PECVD 증착에 의해 형성된 큰 표면적의 SiN, αSi, 및 n+α-Si

필름내의 스폿팅을 충분히 감소시키지 못한다.

기판 지지면(204) 위쪽에 위치된 외측면(212)의 일 부분(218)은 기판(140)을 지지하도록 구성된 기하학적 형상을 가

진다. 상기 외측면(212)의 부분(218)은 기판(140)상에 증착되는 필름의 두께 균일성을 개선하는 소정의 조도를 가지

는 표면 처리부(216)를 가진다. 상기 표면 처리부(216)는 약 80 내지 약 200 마이크로-인치의 조도를 가진다. 바람

직하게도, 표면 처리부(216)는 필름 두께 균일성을 개선 하며, 특히 기판 지지부의 컨디셔닝(예를 들어, 시효처리) 없

이도 국부적인 두께 불균일성(얇은 증착부의 스폿)을 상당히 제거한다는 것을 발견하였다. 기판 지지부 컨디셔닝을 

하지 않음으로써, 플라즈마 시효처리중에 통상적으로 소요되는 시간 및 물질 모두를 절감할 수 있고, 사이클들 사이의

진공 퍼지 단계를 생략할 수 있으며, 그 결과로 시스템의 생산량을 증대시킨다. 일 실시예에서, 표면 처리부(216)는 

약 130 마이크로-인치의 조도를 가진다. 양극처리된 코팅(210)의 표면 처리부(216)는 (미리 규정된 표면 처리부(21

6)를 얻기 위해) 기판(140) 아래쪽의 외측 기판 지지면(204)의 적어도 일 부분(220)을 처리함으로써 및/또는 적어도 

기판(140)을 지지하는 양극처리된 코팅(210)을 처리함으로써 얻어진다. 기판 지지면(204)의 표면 처리부(208)는 비

드 브래스팅(bead blasting), 마모 브래스팅, 그라인딩, 엠보싱 처리, 샌딩, 텍스춰링(texturing), 에칭 또는 미리 규정

된 표면 조도를 제공하는 기타 방법을 포함하는 수 많은 방식으로 형성될 수 있다. 일 실시예에서, 본체(202)의 지지

면(204)의 표면 처리부(208)는 약 88 내지 약 230 마이크로-인치의 조도를 갖는다. 다른 실시예에서, 표면 처리부(2

08)는 약 145 마이크로-인치의 조도를 갖는다.

선택적으로, 부분(220)을 둘러싸고 기판(140)의 아래쪽으로부터 벗어난 지지면(204)의 스트립(224)을 처리하지 않

음으로써 제조 비용을 절감할 수도 있다. 이는 표면 처리부(216)와 상이한 표면 처리부를 가지는 처리되지 않은 스트

립(224) 위쪽의 양극처리된 코팅(210)의 스트립(222)을 초래하나, 그 스트립(222)이 기판(140)으로부터 벗어나 있

기 때문에, 스트립(222)의 표면 처리부는 필름 증착 균일성에 영향을 미치지 않는다. 일 실시예에서, 양극처리된 코팅

(210)의 스트립(222)은 코팅(210)의 부분(218) 보다 더 매끄러운 표면 처리부를 가진다.

도 3 은 지지 조립체(138)를 제조하는 방법(300)의 일 실시예를 도시한다. 그 방법은 본체(202)의 지지면(204)을 준

비하는 단계(302)에서 시작된다. 일반적으로, 그 준비 단계(302)는 표면 처리부(208)의 조도가 약 80 내지 약 200 마

이크로-인치가 되도록 지지면(204)을 가공 또는 기타 처리하는 것을 수반한다. 일 실시예에서, 준비 단계(302)는 비

드 브래스팅, 마모 브래스팅, 그라인딩, 엠보싱 처리, 샌딩, 텍스춰링, 에칭 또는 예를 들어 약 130 마이크로-인치의 

미리 규정된 표면 조도를 제공하는 기타 방법을 포함할 수 있다.

일 실시예에서, 기판 지지면(204)은 소정의 표면 처리부로 비드 브래스팅된다. 비드 브래스팅은 세라믹 또는 산화물 

비드로 본체(202)를 타격하는 것을 포함한다.

다른 실시예에서, 비드는 약 125 내지 약 375 미크론의 평균 직경을 가지는 알루미늄 산화물이다. 비드들은 약 88 내

지 약 230 마이크로-인치의 표면 처리부(208)를 생성하기에 충분한 속도로 배출하는 노즐을 통해 제공된다.

준비 단계(302)가 완료된 후, 본체는 단계(304)에서 양극처리된다. 일반적으로, 양극처리 단계(304)는 약 0.3 내지 

약 2.16 밀의 두께를 가지는 양극처리된 층을 도포하는 것을 포함한다. 양극처리된 코팅(210)의 외측면(212)상의 결

과적인 표면 처리부(216)는 약 80 내지 약 200 마이크로-인치, 일 실시예에서는 약 130 마이크로-인치의 조도를 가

진다.

도 4 는 지지 조립체(138)를 제조하는 방법(400)의 다른 실시예를 나타낸다. 그 방법은 알루미늄 본체(202)를 양극처

리하는 단계(402)에서 시작된다. 단계(404)에서, 양극처리된 코팅(210)의 외측면(212)의 적어도 일 부분(218)이 처



공개특허 10-2004-0096785

- 6 -

리되어 거칠어진 표면 처리부(216)를 제공한다. 그 대신에, 외측면(212)의 다른 부분이 처리될 수도 있다.

처리 단계(404)는 비드 브래스팅, 마모 브래스팅, 그라인딩, 엠보싱 처리, 샌딩, 텍스춰링, 에칭 또는 미리 규정된 표

면 조도를 제공하는 기타 방법을 포함한다. 일 실시예에서, 처리 단계(404)는 약 80 내지 약 200 마이크로-인치의 외

측 표면의 표면 처리부를 생성한다.

도 5 는 균일한 증착 두께를 위한 지지 조립체(500)의 다른 실시예의 부분 단면도이다. 지지 조립체(500)는 양극처리

된 코팅(506)에 의해 둘러싸인 알루미늄 지지 본체(502)를 포함한다. 가열 부재(504)가 지지 본체(502)에 결합되어 

지지 조립체(500)의 상부면상에 위치된 기판(140)의 온도를 제어한다. 가열 부재(504)는 본체(502)에 결합된 또는 

본체상에 놓여진 전기저항성 히터 또는 기타 온도 제어 장치일 수 있다. 그 대신에, 본체(502)의 하부(512)에 양극처

리부가 형성되지 않게 하여 가열 부재(504)와 본체(502)가 직접 접촉하게 할 수 있다. 선택적으로, 열전도성 물질로 

이루어진 중간 층(도시 안 됨)을 가열 부재(504)와 본체(502)의 하부(512) 사이에 배치시킬 수 있다.

기판(140)을 지지하는 양극처리된 코팅(506)의 상부(508)는 기판(140)상에 필름을 균일하게 증착시키기 위한 표면 

처리부(510)를 가진다. 일 실시예에서, 표 면 처리부(510)는 약 80 내지 약 200 마이크로-인치의 조도를 가진다. 표

면 처리부(510)는 전술한 방법들을 포함하는 수 많은 방법으로 생성될 수 있다.

도 6 은 가열 조립체(600)의 다른 실시예를 도시한다. 가열 조립체(600)는 적어도 부분적으로 양극 처리된 코팅(606)

을 가지는 알루미늄 본체(602)를 포함한다. 가열 부재(604), 즉 온도-제어된 유체가 내부에서 순환되는 도관이 본체(

602)의 바닥면에 맞닿게 배치되어 기판(140)의 온도 제어를 용이하게 한다. 선택적으로, 가열 부재(604)와 본체(602

) 사이의 온도 균일성을 개선하도록, 열 전도성 플레이트(614)가 가열 부재(604)와 본체(602)사이에 배치된다. 일 실

시예에서, 중간 층(614)은 구리판이다.

클램프 플레이트(608)는 본체(602)내에 형성된 나사 구멍내로 나사 결합되는 다수의 체결구(610)(그 중 하나가 도 6

에 도시됨)에 의해 본체(602)에 결합된다. 클램프 플레이트(608)는 본체(602)와의 사이에 가열 부재(604)를 가압하

여, 열 전달을 높인다.

기판(140)을 지지하는 양극처리 코팅(606)의 일 부분(620)은 기판상에 필름이 균일하게 증착되게 하는 표면 처리부(

622)를 가진다. 그 표면 처리부(622)는 전술한 방법들과 유사한 방법으로 생성될 것이다.

발명의 효과

그에 따라, 대형 기판상이 필름을 균일하게 증착시키는 것을 돕는 지지 조립체가 제공된다. 기판을 지지하는 지지 조

립체의 알루미늄 본체를 덮는 양극처리된 코팅의 적어도 일부는 증착 균일성을 개선하는 소정 표면 조도로 텍스춰링 

가공되 며, 그에 따라 지지 조립체를 시효처리하는 시간 및 관련 비용을 상당히 줄일 수 있게 된다.

본 발명의 사상을 포함하는 몇개의 바람직한 실시예를 도시하고 설명하였지만, 소위 당업자는 본 발명의 사상을 포함

하는 여러 가지 변형 실시예를 용이하게 안출해낼 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
기판 지지부로서:

기판 지지면을 가지는 전기 전도성 본체; 및

상기 본체상에 배치된 전기 절연성 코팅을 포함하고;

상기 기판 지지면의 중심상에 배치된 코팅의 적어도 일 부분은 약 80 내지 약 200 마이크로-인치 조도의 표면 처리

부를 가지는 기판 지지부.

청구항 2.
제 1 항에 있어서, 상기 본체는 알루미늄 본체에 의해 적어도 부분적으로 제조되며, 상기 코팅은 양극처리 층인 기판 

지지부.

청구항 3.
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제 2 항에 있어서, 상기 양극처리된 코팅은 약 0.3 내지 약 2.16 밀의 두께를 가지는 기판 지지부.

청구항 4.
제 1 항에 있어서, 상기 기판 지지면은 약 88 내지 약 230 마이크로-인치 조도의 표면 처리부를 가지는 기판 지지부.

청구항 5.
제 4 항에 있어서, 상기 기판 지지면은 비드 브래스팅 처리되는 기판 지지부.

청구항 6.
제 1 항에 있어서, 상기 기판 지지면상에 배치된 코팅은:

상기 기판 지지면상의 중심에 위치된 코팅 부분을 둘러싸고 약 130 마이크로-인치 이하의 조도를 가지는 표면 처리

부를 가지는 스트립을 더 포함하는 기판 지지부.

청구항 7.
제 1 항에 있어서, 상기 기판 지지면은:

약 88 내지 약 230 마이크로-인치 조도의 표면 처리부를 가지는 중심 영역; 및

약 130 마이크로-인치 이하 조도의 표면 처리부를 가지고 상기 중심 영역을 둘러싸는 둘레 영역을 가지는 기판 지지

부.

청구항 8.
기판 지지부로서:

기판 지지면을 가지는 전기 전도성 본체; 및

상기 기판 지지면상에 배치되고 증착 후에 약 80 내지 약 200 마이크로-인치 조도로 표면 처리된 전기 절연 코팅을 

포함하는 기판 지지부.

청구항 9.
제 8 항에 있어서, 상기 본체는 알루미늄 본체이며, 상기 코팅은 양극처리 층인 기판 지지부.

청구항 10.
기판 지지부로서:

약 88 내지 약 230 마이크로-인치의 조도로 표면처리된 기판 지지면을 가지는 알루미늄 본체; 및

상기 표면 처리된 기판 지지면상에 배치된 양극처리 코팅을 포함하는 기판 지지부.

청구항 11.
제 10 항에 있어서, 상기 기판 지지면은 비드 브래스팅, 마모 브래스팅, 그라인딩, 엠보싱 처리, 샌딩, 텍스춰링 또는 

에칭 중 하나 이상의 방식으로 처리되는 기판 지지부.

청구항 12.
제 10 항에 있어서, 상기 기판 지지면은 약 125 내지 약 375 미크론의 평균 직경을 가지는 알루미늄 산화물 매체로 

블래스팅되는 기판 지지부.

청구항 13.
대형 기판을 지지하기 위한 전도성 본체를 제공하는 단계; 및

기판 지지면을 코팅하는 단계를 포함하고, 상기 코팅은 약 80 내지 약 200 마이크로-인치의 표면 조도를 가지는, 기

판 지지부 제조 방법에 의해 제조된 기판 지지부.

청구항 14.
제 13 항에 있어서, 상기 코팅 단계는:



공개특허 10-2004-0096785

- 8 -

알루미늄으로 이루어진 본체의 양극처리 단계를 더 포함하는 기판 지지부.

청구항 15.
제 13 항에 있어서, 상기 기판 지지면상에 코팅하는 단계는:

상기 코팅을 처리하여 약 80 내지 약 200 마이크로-인치의 표면 조도 상태로 만드는 코팅 처리 단계를 더 포함하는 

기판 지지부.

청구항 16.
제 15 항에 있어서, 상기 코팅 처리 단계는:

상기 양극처리된 코팅을 비드 브래스팅, 마모 브래스팅, 그라인딩, 엠보싱 처리, 샌딩, 텍스춰링 또는 에칭 중 하나 이

상의 방식으로 처리하는 단계를 더 포함하는 기판 지지부.

청구항 17.
제 13 항에 있어서, 코팅에 앞서서 상기 기판 지지면을 처리하여 약 88 내지 약 230 마이크로-인치의 표면 처리부를 

상기 본체상에 생성하는 기판 지지면 처리 단계를 더 포함하는 기판 지지부.

청구항 18.
제 17 항에 있어서, 상기 기판 지지면을 처리하는 단계는:

상기 기판 지지면을 비드 브래스팅, 마모 브래스팅, 그라인딩, 엠보싱 처리, 샌딩, 텍스춰링 또는 에칭 중 하나 이상의 

방식으로 처리하는 단계를 더 포함하는 기판 지지부.

청구항 19.
제 17 항에 있어서, 상기 기판 지지면을 처리하는 단계는:

상기 기판 지지면을 비드 브래스팅하는 단계를 더 포함하는 기판 지지부.

청구항 20.
제 19 항에 있어서, 상기 기판 지지면을 비드 브래스팅하는 단계는:

약 125 내지 약 375 미크론의 평균 직경을 가지는 비드로 상기 기판 지지면을 타격하는 단계를 더 포함하는 기판 지

지부.

청구항 21.
제 19 항에 있어서, 상기 기판 지지면을 비드 브래스팅하는 단계는:

약 250 미크론의 평균 직경을 가지는 알루미늄 산화물 비드로 상기 기판 지지면을 타격하는 단계를 더 포함하는 기판

지지부.

청구항 22.
제 13 항에 있어서, 상기 알루미늄 본체내애 가열 부재를 매립시키는 단계를 더 포함하는 기판 지지부.

청구항 23.
제 13 항에 있어서, 상기 전도성 본체내에 가열 부재를 배치하는 단계를 더 포함하며, 상기 전도성 본체는 하나 이상

의 알루미늄 부재를 포함하는 기판 지지부.

청구항 24.
제 13 항에 있어서, 상기 지지면의 반대쪽에 위치하는 본체의 알루미늄 표면에 가열 부재를 결합시키는 단계를 더 포

함하는 기판 지지부.

청구항 25.
약 88 내지 약 230 마이크로-인치 조도의 표면 처리부를 가지도록 대형 기판 을 지지용 알루미늄 기판 지지면을 처

리하는 단계; 및
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약 0.3 내지 약 2.16 밀의 두께로 기판 지지면을 양극처리하는 단계를 포함하고, 상기 기판 지지면의 적어도 중심 부

분에 걸쳐 배치된 양극처리된 코팅의 표면 처리부는 약 80 내지 약 200 마이크로-인치의 조도의 표면 처리부를 가지

는, 기판 지지부 제조 방법에 의해 제조된 기판 지지부.

도면

도면1
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도면2

도면3

도면4
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도면5

도면6
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